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Представлены экспериментальные результаты исследования влияния электронно-дырочной плазмы на

генерацию ТГц-излучения в полупроводниковых нитевидных нанокристаллах на основе GaAs, выращенных

методами MOVPE. Было показано, что временна́я динамика фотовозбужденных носителей заряда в полупро-

водниковых нитевидных нанокристаллах определяется транспортом носителей заряда, как электронов, так и

дырок, временем захвата электронов и дырок на поверхностные уровни.
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